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Beschreibung
Hintergrund der Erfindung

[0001] US-A-5 463 238 offenbart einen
CMOS-Transistor und ein Verfahren zum Betreiben
desselben, um das Ausbilden eines parasitaren Ka-
nals zu verhindern, wodurch Leckstrome reduziert
werden und die Arbeitsgeschwindigkeit erhéht wird.
Die Dicke des Siliziums wird in dem Gebiet von
NMOS-Transistoren im Vergleich zu PMOS-Transis-
toren erhoht. Auf diese Weise werden das Gebiet un-
terhalb der Source- und Draingebiete des N-Transis-
tor von der elektrisch isolierenden Schicht entspre-
chend einem vorbestimmten Abstand getrennt.

[0002] IEEE Electron Device Letters, Band 18, Nr. 3,
Marz 1997 mit dem Titel "Korperkontaktierte
SOI-MOSFET-Struktur mit kompatiblen Aufbau zu
CMOS-Vollsubstrat-Bauelementen und Verfahren",
Yo-Hwan-Koh et al. beschreibt eine SOI-MOS-
FET-Struktur zum Reduzieren der Effekte des schwe-
benden bzw. potentialfreien Korpers. Dies wird er-
reicht, indem unterhalb des Feldoxids, das entspre-
chende Transistoren voneinander trennt, ein Silizi-
umschichtbereich vorgesehen wird, der die gleiche
Leitfahigkeitsart wie die entsprechenden Transistor-
korper aufweist.

[0003] Bestehende komplementare Metalloxid-Sili-
zium-(CMOS)Halbleiterbauelemente, die in groRen
Stlickzahlen hergestellt werden, werden als ,Vollsub-
strat-CMOS-Bauelemente" bezeichnet, da diese ein
Halbleitervollsubstrat aufweisen, auf welchem aktive
oder passive Schaltungselemente angeordnet sind.
In jungerer Zeit wurden Silizium-Oxid-Isola-
tor-(SOl)Bauelemente eingefiihrt, die weniger Leis-
tung verbrauchen als Vollsubstrat-CMOS-Bauele-
mente, was ein wesentlicher Vorteil in vielen Anwen-
dungen ist, etwa in batteriegespeisten Mobiltelefonen
und batteriegespeisten tragbaren Computern. Auch
kénnen SOI-Bauelemente vorteilhafterweise mit ho-
heren Geschwindigkeiten als Vollsubst-
rat-CMOS-Bauelemente arbeiten.

[0004] SOI-Bauelemente zeichnen sich durch eine
diinne Schicht aus isolierendem Material (die soge-
nannte vergrabene Oxidschicht oder ,SOI") aus, die
zwischen einem Vollsubstrat und den Schaltungsele-
menten des Bauelements angeordnet ist. Typischer-
weise sind keine weiteren Materialschichten zwi-
schen dem SOl und dem Vollsubstrat angeordnet. Im
hierin beschriebenen Sinne bilden die Schaltungsele-
mente eine Schaltungskomponente, etwa einen akti-
ven Transistor oder eine passive Komponente, bei-
spielsweise einen Widerstand.

[0005] In einem SOI-Bauelement werden die Schal-
tungselement Uber der SOI-Schicht durch Gebiete
aus Feldoxid und Gebieten einer monokristallinen

Halbleiterschicht gebildet, die in geeigneter Weise
mit N- und P-Leitfahigkeitsdotierstoffen dotiert sind.
Beispielsweise enthalt bei einem N-Kanaltransistor
die isolierte Siliziumschicht ein Kérpergebiet mit ei-
nem P-Dotierstoff, wobei das Korpergebiet zwischen
einem Source- und einem Drain-Gebiet angeordnet
ist, die mit einem N-Dotiermittel dotiert sind, wodurch
ein N-Kanal-Metall-Oxid-Silizium-Feldeffekttransistor
(MOSFET) oder ein lateraler NPN-Bipolartransistor
gebildet werden, um nur ein Beispiel zu nennen.

[0006] Ein Nachteil von SOI-Bauelementen besteht
darin, dass die Spannung in dem Korpergebiet sich
tendenziell andert oder sich das ,Potential einstellt
bzw. schwebt". Wie von Chen et al. in ,Unterdriickung
der SOI-Effekte des schwebenden Kérpers durch
eine Bauteilstruktur mit angeschlossenem Koérper" in
Symposium von VLSI-Technologie in der Zusam-
menfassung technischer Dokumente (1996 IEEE)
beschrieben ist, gehdéren zu den Folgen von
SOI-Bauelementen mit schwebendem Korper ein
Knick im Ausgangsstrom, ein annormales Stromver-
halten unterhalb des Schwellwerts, Ubergangsstrom-
Uberschwinger, und ein vorzeitiges Durchschlagen
des Bauelement.

[0007] Chen et al. schlagen vor, den Effekt des
schwebenden Koérpers zu unterdriicken, indem der
Bereich einer Siliziumschicht unvollstéandig oxidiert
wird, auf dem das Feldoxid aufgewachsen wird, so
dass die Korper der Feldeffekttransistoren (FET) mit-
einander durch die nicht oxidierte Siliziumschicht, die
unterhalb des Feldoxids verbleibt, miteinander ver-
bunden sind. Jedoch beschreiben Chen et. nicht, wie
ihre Strategie der Unterdriickung des schwebenden
Korpereffekt in diversen Komponentenkonfiguratio-
nen einzurichten ware, und Chen et al. schlagen
auch nicht vor, wie ihre Strategie zur Unterdriickung
der Effekte des schwebenden Korpers unter Anwen-
dung von Techniken einzurichten ware, die in einfa-
cher Weise durchgefuhrt werden kénnen unter Nut-
zung bestehender CMOS-Herstellungsprinzipien fir
Vollsubstrate. Erfindungsgemaf wurde erkannt, dass
es wichtig ist, den Schaltungsentwurfsingenieur in
die Lage zu versetzen, diverse SOI-Komponenten
unter Anwendung bestehender Herstellungsprinzipi-
en fur Vollsubstrat-CMOS-Bauelemente einzurich-
ten, um damit die Verwendung von SOI-Bauelemen-
ten zu férdern, ohne eine Umgestaltung der Halblei-
terfertigungseinrichtungen und Fertigungsstatten zu
erfordern. Ferner erkennen Chen et al. nicht, dass in
einigen moglichen SOI-Schaltungskomponenten,
etwa Metall-Oxid-Silizium-(DTMOS)Bauelementen
mit dynamischen Schwellwert, die bei sehr geringen
Spannung arbeiten, der Effekt des schwebenden
Korpers vorteilhafterweise beibehalten werden soll.
In der Tat kann es in einigen Schaltungsanordnungen
wlinschenswert sein, dass einige SOI-Komponenten
die Eigenschaften eines schwebenden Kérpers auf-
weisen, wobei der schwebende Kdrper in anderen
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SOI-Komponenten in der Anordnung vermieden wird.

[0008] Daher ist es eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, ein SOI-Bauelement bereitzustellen, in
welchem die Effekte des schwebenden Kérpers mini-
miert sind. Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Er-
findung besteht darin, ein SOI-Bauelement bereitzu-
stellen, in welchem die Auswirkungen des schweben-
den Korpers selektiv in gewissen Gebieten des Bau-
elements im Vergleich zu anderen Gebieten minimal
gemacht werden kénnen. Eine noch weitere Aufgabe
der vorliegenden Erfindung ist es, eine Vielzahl von
SOIl-Bauelementen bereitzustellen, in denen die Aus-
wirkungen des schwebenden Koérpers unter Anwen-
dung von Fertigungsprinzipien minimiert werden kon-
nen. Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ist es, ein SOI-Bauelement bereitzustellen, das
einfach angewendet und in kosteneffizienter Weise
hergestellt werden kann.

Kurzer Uberblick tiber die Erfindung

[0009] Ein Halbleiterbauelement, das fir das Ver-
standnis der vorliegenden Erfindung vorteilhaft ist,
umfasst mindestens einen ersten Silizium-Oxid-Iso-
lator-(SOIl)Transistor und einen zweiten SOI-Transis-
tor, wobei zumindest der erste SOI-Transistor ein
Halbleiterkorpergebiet aufweist. Ein Halbleiterliber-
gangsgebiet ist zwischen dem ersten und dem zwei-
ten SOl-Transistor angeordnet. Das Ubergangsge-
biet besitzt eine erste Leitfahigkeitsart und steht mit
einer Versorgungsspannungsquelle in Verbindung.
Gemal der vorliegenden Erfindung werden die erste
Leitfahigkeitsart und die Spannungsquelle ausge-
wahlt, um den ersten SOI-Transistor von dem zwei-
ten Transistor zu isolieren, so dass das Kdrpergebiet
des ersten SOI-Transistors die Wirkung eines schwe-
benden Koérpers aufweist, oder um das Korpergebiet
so anzuschlieRen, dass das Kérpergebiet keine Wir-
kung des schwebenden Kérpers zeigt.

[0010] In der bevorzugten Ausfiihrungsform verbin-
det eine ohmsche Verbindung das Ubergangsgebiet
mit der Spannungsquelle. Das Ubergangsgebiet ent-
halt ein relativ stark dotiertes Gebiet und ein relativ
leicht dotiertes Gebiet, und die ohmsche Verbindung
ist mit dem relativ stark dotierten Gebiet in Kontakt.
Entsprechend der vorliegenden Erfindung umfasst
der erste Transistor ein Sourcegebiet und ein Drain-
gebiet mit der ersten Leitfahigkeitsart, und das Uber-
gangsgebiet trennt den ersten SOI-Transistor von
dem zweiten SOIl-Transistor. In einer derartigen Aus-
fuhrungsform weist der Kérper des ersten SOI-Tran-
sistors die Auswirkungen eines schwebenden Zu-
stands auf. Wenn im Gegensatz dazu der erste Tran-
sistor Source- und Drain-Gebiete aufweist, die eine
zweite Leitfahigkeitsart entgegengesetzt zur ersten
Leitfahigkeitsart aufweisen, verbindet das Uber-
gangsgebiet das Korpergebiet des ersten SOI-Tran-
sistors mit der Spannungsquelle so, dass der Kérper

des ersten SOIl-Transistors im Wesentlichen keinen
schwebenden Zustand bzw. einen Zustand mit frei
einstellbaren Potential aufweist. Wenn die Source-
und Draingebiete mit einem N-Dotiermittel dotiert
sind, ist die Spannungsquelle vorzugsweise eine
Transistordrain-Spannungsquelle, und wenn die
Source- und Drain-Gebiete mit einem P-Dotiermittel
dotiert sind, ist die Spannungsquelle vorzugsweise
eine Transistorsource-Spannungsquelle. Oder die
Versorgungsspannungsquelle kann eine variable
Spannung bereitstellen, um ein vorgespanntes Me-
tall-Oxid-Silizium-(MOS)Bauelement zu bilden.

[0011] Des weiteren umfasst der SOI-Transistor ein
Gate und das Bauelement kann ferner einen Leiter
aufweisen, der das Gate und das Ubergangsgebiet
verbindet, um damit ein Metall-Oxid-Silizium-(DT-
MOS)Bauelement mit dynamischen Schwellwert zu
bilden. Alternativ kann der erste SOI-Transistor einen
Emitter und ein Gate aufweisen, und ein Leiter ver-
bindet das Gate und den Emitter, um einen lateralen
bipolaren Transistor zu bilden. In einer derartigen
Ausfuhrungsform besitzt das Gate die erste Leitfahig-
keitsart.

[0012] In einem weiteren Aspekt, der nicht Teil der
beanspruchten Erfindung ist, umfasst ein Halblei-
ter-SOI-Verarmungs- bzw. Abschnirwiderstand, ein
Siliziumsubstrat und eine  Silizium-Oxid-Isola-
tor-(SOI)Schicht auf dem Substrat. Es ist mindestens
ein relativ leicht dotiertes Halbleitergebiet, das eine
erste Leitfahigkeitsart aufweist, auf der SOI-Schicht
ausgebildet. Ferner sind mindestens ein erstes und
ein zweites deutlich stark dotiertes Halbleitergebiet
mit der ersten Leitfahigkeitsart auf dem relativ leicht
dotierten Halbleitergebiet angeordnet. Des weiteren
ist mindestens eine Feldoxidschicht zwischen dem
ersten und dem zweiten relativ stark dotierten Halb-
leitergebiet angeordnet und mindestens eine erste
und eine zweite ohmsche Verbindung sind entspre-
chend mit dem ersten und dem zweiten relativ stark
dotierten Halbleitergebiet in Verbindung.

[0013] In einem weiteren Aspekt, der nicht Teil der
beanspruchten Erfindung ist, umfasst eine Halblei-
ter-SOI-Diode ein Siliziumsubstrat und eine Silizi-
um-Oxid-Isolator-(SOI)Schicht auf dem Substrat.
Mindestens ein relativ leicht dotiertes Halbleiterge-
biet mit einer ersten Leitfahigkeitsart ist auf der
SOI-Schicht angeordnet, und mindestens ein erstes
und ein zweites relativ stark dotiertes Halbleiterge-
biet, die entsprechend eine erste und eine zweite
Leitfahigkeitsart aufweisen, sind auf dem relativ leicht
dotierten Halbleitergebiet angeordnet. Die erste und
die zweite Leitfahigkeitsart sind zueinander entge-
gengesetzt. Mindestens eine erste und eine zweite
ohmsche Verbindung sind entsprechend mit dem
ersten und dem zweiten relativ stark dotierten Halb-
leitergebiet in Verbindung.
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[0014] Es ist ein Verfahren offenbart, das in An-
spruch 1 beschrieben ist, um ein Silizium-Oxid-Isola-
tor-(SOl)Bauelement zu betreiben. Das Verfahren
umfasst das Anordnen mindestens einer SOI-Schicht
auf mindestens einem Siliziumsubstrat und das Vor-
sehen mindestens eines Korpergebiets auf der
SOI-Schicht, wobei das Koérpergebiet sich dadurch
auszeichnet, dass es eine erste Leitfahigkeitsart auf-
weist. Das Verfahren umfasst auch das nebeneinan-
der Anordnen von einem Sourcegebiet und einem
Draingebiet im Vergleich zu dem Kérpergebiet, wobei
das Sourcegebiet und das Draingebiet sich durch
eine zweite Leitfahigkeitsart auszeichnen. Es ist min-
destens ein Ubergangsgebiet in der Nahe des Kor-
pergebiets Uber der SOI-Schicht angeordnet, und
das Ubergangsgebiet zeichnet sich durch eine Uber-
gangsleitfahigkeitsart aus. Wie nachfolgend detail-
lierter erlautert ist, wird die Ubergangsleitfahigkeit als
die erste Leitfahigkeitsart vorgesehen, um Auswir-
kungen des schwebenden Korpers in dem Kérperge-
biet zu unterdriicken. Andererseits wird die Uber-
gangsleitfahigkeitsart als die zweite Leitfahigkeitsart
eingerichtet, um das Kdérpergebiet abzutrennen.

[0015] In einem noch weiteren Aspekt umfasst ein
Silizium-Oxid-Isolator-(SOl)Bauelement mindestens
eine SOI-Schicht und mindestens ein Siliziumsubst-
rat, auf dem die SOI-Schicht angeordnet ist. Mindes-
tens ein Kérpergebiet ist auf der SOI-Schicht ange-
ordnet, wobei das Kérpergebiet sich durch eine erste
Leitfahigkeitsart auszeichnet. Ferner sind mindes-
tens ein Sourcegebiet und ein Draingebiet neben
dem Korpergebiet angeordnet, wobei das Sourcege-
biet und das Draingebiet sich durch eine zweite Leit-
fahigkeitsart auszeichnen. Es ist mindestens ein
Ubergangsgebiet in der Nahe des Korpergebiets
iber der SOI-Schicht angeordnet, wobei das Uber-
gangsgebiet eine Ubergangsleitfahigkeitsart auf-
weist. Entsprechend den nachfolgend erlduterten
Prinzipien wird die Ubergangsleitfahigkeit als die ers-
te Leitfahigkeitsart eingerichtet, um Auswirkungen
des schwebenden Koérpers in dem Koérpergebiet zu
unterdriicken, und wird als die zweite Leitfahigkeits-
art eingerichtet, um das Koérpergebiet zu isolieren.

[0016] Weitere Merkmale der vorliegenden Erfin-
dung gehen aus dem Abschnitt hervor mit dem Titel:
,Detaillierte Beschreibung der Erfindung"

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0017] Fur ein vollstdndigeres Verstandnis der vor-
liegenden Erfindung wird auf die begleitenden Zeich-
nungen in der folgenden detaillierten Beschreibung
fur die beste Art zum Ausfuhren der vorliegenden Er-
findung verwiesen. In den Zeichnungen sind im Allge-
meinen Metallelemente mit Schraffur und Halbleiter-
elemente, mit Ausnahme von Draufsichten von Gate-
gebieten, in unschraffierter Weise dargestellt.

[0018] Es zeigen:

[0019] Fig.1 schematisch eine Draufsicht eines
SOI-Bauelements mit vier Transistoren;

[0020] Fig. 2 eine schematische Draufsicht des in
Fig. 1 gezeigten Bauelements, wobei Bereiche un-
vollstandig gezeigt sind;

[0021] Fig. 3 eine schematische Draufsicht eines
SOI-DTMOS der vorliegenden Erfindung ist;

[0022] Fig. 4 eine schematische Draufsicht eines
SOI-NPN-Bipolartransistors der vorliegenden Erfin-
dung ist;

[0023] Fig.5 eine schematische Draufsicht eines
passiven SOI-Elements ist;

[0024] Fig. 6 eine schematische Draufsicht eines
passiven SOI-Abschnirwiderstands ist;

[0025] Fig. 7 eine schematische Aufrissansicht des
SOI-Abschnirwiderstands ist, der in den Fig. 5 und

Eig. 6 gezeigt ist;

[0026] Fig. 8 schematisch eine Draufsicht einer
Halfte einer SOI-Diode fir Anwendungen in einem
statischen Speicher mit wahlfreiem Zugriff (SRAM)
ist;

[0027] Fig.9 eine schematische Querschnittsan-
sicht der SOI-Diode ist, die in Eig. 8 gezeigt ist, wie
dies durch die Linie 9 in Eig. 8 angegeben ist;

[0028] Fig. 10 einen Koérperanschluss mit hohem
Widerstand fir einen N-Kanaltransistors unter An-
wendung eines Abschnirwiderstands zeigt;

[0029] Fig. 11 einen Korperanschluss mit hohem
Widerstand flir einen P-Kanaltransistors unter An-
wendung eines Abschnirwiderstands zeigt;

[0030] Fig. 12 ein Schaltbild ist, das eine beispiel-
hafte Schaltung zeigt, in der der erfindungsgemalfe
SOI-Abschnirwiderstand verwendet wird;

[0031] Fig. 13 ein Schaltbild ist, das eine beispiel-
hafte Schaltung darstellt, in der die vorliegenden
SOI-Dioden verwendet sind; und

[0032] Fig. 14 ein Schaltbild ist, in der eine beispiel-
hafte analoge Schaltung mit Differenzverstarker un-
ter Anwendung von SOI-Komponenten der vorliegen-
den Erfindung gezeigt ist.

[0033] In den diversen Figuren bezeichnen gleiche
Bezugszeichen durchwegs die gleichen oder aquiva-
lente Teile der vorliegenden Erfindung.
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Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0034] Es seizunachst auf die Fig. 1 und Fig. 2 ver-
wiesen, in denen ein  Silizium-Oxid-Isola-
tor-(SOIl)Bauelement gezeigt ist, das allgemein als
10 bezeichnet ist. Wie in Fig. 1 am besten zu erken-
nen ist, umfasst das SOI-Bauelement 10 ein Silizium-
substrat 12, auf welchem eine Silizium/Oxid-Isola-
tor-(SOI)Schicht 14 aufgebracht ist, die auch als eine
svergrabene Oxidschicht" bezeichnet wird. Gemaf
den SOI-Prinzipien kann die SOI-Schicht 14 eine Di-
cke ,t" von ungefahr 500 Angstrom bis ungefahr 4000
Angstrom (500 bis 4000 Angstrom) aufweisen, wobei
10 Angstrom gleich 1 nm sind. In der bevorzugten
Ausfuhrungsform ist das Siliziumsubstrat 12 leicht
dotiert mit einem P-Dotiermittel mit ungefahr 50
Ohm-Zentimeter (Q-cm).

[0035] Eine Feldoxidschicht 16 ist auf der
SOI-Schicht 12 angeordnet, und diverse Gebiete, die
mit Dotiermitteln mit vorbestimmter Leitfahigkeitsart
dotiert werden kdnnen, sind auf der SOI-Schicht 14
angeordnet und kénnen durch eine teilweise erfolgte
Oxidation der Feldoxidschicht 16 eingerichtet wer-
den. In der beispielhaften gezeigten Ausfiihrungs-
form sind ein N-Kanalsourcegebiet 18 und ein N-Ka-
nal-Draingebiet 20 mit Dotiermitteln mit einer Leitfa-
higkeitsart N* dotiert, wobei zu beachten ist, dass der
Index ,+" in den Figuren eine relativ starke Dotierung
angibt und die Bezeichnung ,~" in den Figuren eine
relativ schwache Dotierung bezeichnet. Ferner ist ein
N-Kanal-Kérpergebiet 22 zwischen und unter den
Source- und Drain-Gebieten 18, 20 angeordnet und
ist mit einem P-Dotiermittel dotiert.

[0036] Um das Sourcegebiet 18 und das Drainge-
biet 20 mit Schaltungselementen aufl’erhalb des Bau-
elements 10 zu verbinden, wird eine Metall-N-Sour-
ce-Elektrode 24 mit dem Sourcegebiet 18 und eine
Metall-N-Kanal-Drain-Elektrode 26 mit dem Drainge-
biet 20 verbunden, wobei die horizontal orientierten
Bereiche der Elektroden 24, 26 von der Feldoxid-
schicht 16 durch eine dazwischenliegende Oxid-
schicht 28 getrennt sind. Andererseits enthalt eine
Metall-N-Kanal-Gateelektrode 30 einen Kontakt 32,
der sich zu dem N-Kanal-Kérpergebiet 22 erstreckt,
dessen Ende an einem Polysilizium-N-Kanalsteuer-
gate 24 abschliefdt. Die zuvor beschriebene Struktur
bildet ein isoliertes Schaltungselement in Form eines
N-Kanaltransistors, das im Weiteren als ,Q1" be-
zeichnet wird.

[0037] Gemal der vorliegenden Erfindung ist der
Korper 22 des isolierten N-Kanaltransistors Q1 von
den Spannungen in anderen ausgewahlten Schaltun-
gen, die in den Eig. 1 und Eig. 2 gezeigt sind, durch
Ubergangsgebiete abgetrennt. Wenn der Kérper des
Transistors der vorliegenden Erfindung zu trennen
ist, wie dies flr das Korpergebiet 22 des N-Kanaltran-
sistors Q1 der Fall ist, sind die Ubergangsgebiete

N-Ubergangsisolationsgebiete 36, 38, die entspre-
chend die linke bzw. rechte Seite (Fig. 1) des Korper-
gebiets 22 begrenzen und die sich bis zu der
SOI-Schicht 14 nach unten erstrecken.

[0038] GemalR der vorliegenden Erfindung sind die
Isolationsgebiete 36, 38 relativ leicht dotiert mit ei-
nem Dotiermittel mit einer Leitfahigkeitsart, die sich
von jener des Kérpers 22 unterscheidet. Da der Tran-
sistor Q1 ein N-Kanaltransistor ist, sind die Isolations-
gebiete 36, 38 daher mit einem N-Dotiermittel dotiert,
wie dies in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist. In einer
gegenwartig bevorzugten Ausfiihrungsform sind die
Isolationsgebiete 36, 38 auf ungefahr 10" Atome pro
cm?® bis 10" Atome pro cm® dotiert, und sind noch
besser mit 10" Atomen pro cm?® bis 10'® pro cm® do-
tiert.

[0039] Ferner enthalt das rechte Isolationsgebiet 38
ein relativ stark dotiertes Verbindungsgebiet 40 (bei-
spielsweise mit ungefahr 10" bis 102" Atomen pro
cm?®). Wie in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist, ist das
Verbindungsgebiet 40 mit einem Dotiermittel der glei-
chen Leitfahigkeitsart wie das Isolationsgebiet 38 do-
tiert. Auch ist das Verbindungsgebiet 40 vorteilhafter-
weise mit einer ohmschen Verbindung verbunden,
etwa einer Isolationselektrode 42 oder einer Polysili-
ziumverbindung, die wiederum mit einer Versor-
gungsspannung verbunden ist. Wenn das Verbin-
dungsgebiet 40 mit einem N-Dotiermittel dotiert ist, ist
die Isolationselektrode 42 vorzugsweise mit einer
Versorgungsspannung VDD fir die Drain-Leistungs-
versorgung des Transistors Q1 verbunden. Es ist zu
beachten, dass die obigen Prinzipien auch fir das
entgegengesetzte Dotiermittel gelten, wenn isolierte
P-Kanaltransistoren betrachtet werden, etwa der
nachfolgend erlauterte Transistor Q4, wobei die Ver-
sorgungsspannung in einem derartigen Falle vor-
zugsweise die Source-Versorgungsspannung VSS
ist. Des weiteren ist zu beachten, dass die Kérperge-
biete von verbundenen Transistoren Gber oder unter-
halb von VSS/VDD in geeigneter Weise vorgespannt
sein kdnnen, oder diese kdnnen mit einem festgeleg-
ten Potential fest verdrahtet sein, wie dies zuvor be-
schrieben ist, oder diese kdénnen in selektiver Weise
mit einer Schaltung mit Vorspannung beaufschlagt
werden, beispielsweise mit VDD + 0,5 Volt fir den
Betrieb in Wartezustand (standby) und mit VDD - 1.0
Volt fir die aktive Funktion.

[0040] Unter Berlicksichtigung des zuvor gesagten
ist zu beachten, dass das Koérpergebiet 22 durch die
Ubergangsgebiete (Isolationsgebiete) 36, 38 ge-
trennt ist. Obwohl das Koérpergebiet 22 die Wirkung
des schwebenden Korpers aufweisen kann, kann er-
findungsgemalR das Isolieren des Koérpers 22, wie
dies gezeigt ist, den isolierten N-Kanaltransistor Q1
vorteilhaft fur beispielsweise sehr geringe Spannun-
gen (unter 2 Volt) machen, wie dies beispielsweise in
gewissen SRAM-Anwendungen der Fall ist.
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[0041] In jedem Falle wird, wie weiter mit Bezug zu
den Fig. 1 und Fig. 2 erldutert ist, durch die Verwen-
dung der ohmschen Verbindungen in Verbindung mit
Ubergangsgebieten dem Schaltungsgestalter die
Moglichkeit gegeben, das Korpergebiet eines
SOl-Transistors (beispielsweise des isolierten N-Ka-
naltransistors Q1) von anderen Schaltungselemen-
ten, etwa einem zweiten Transistor (beispielsweise
den verbunden N-Kanaltransistor Q2) selektiv zu
trennen, so dass das Korpergebiet des ersten
SOl-Transistors die Wirkung des sich selbst einstel-
lenden Potentials aufweist, wie dies zuvor beschrie-
ben ist. Oder durch die Verwendung von ohmschen
Verbindungen im Zusammenwirken mit den Uber-
gangsgebieten erhalt die betroffene Schaltung die
Option, das Korpergebiet eines Transistors so anzu-
schlieRen, dass das Kdérpergebiet nicht die Auswir-
kung des schwebenden Koérpers aufweist, wie dies
nachfolgend beschrieben ist. Insbesondere sei nun
auf den angeschlossenen N-Kanaltransistor Q2 ver-
wiesen, derin den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist, wobei
der Transistor Q2 ein Korpergebiet 44 aufweist, das
mit einem P-Dotiermittel dotiert ist, und wobei das
Korpergebiet 44 Gber ein N*-Kontaktgebiet 46 mit ei-
ner externen Spannungsversorgung uber einem
Kontakt 48 verbunden ist. In dem breiten Sinne der
vorliegenden Erfindung reprasentiert das Kontaktge-
biet 46 ein Ubergangsgebiet.

[0042] Wie zuvor erwahnt ist, wird der Kontakt 48
vorzugsweise mit der Versorgungsspannung fiir das
Source VSS des Transistors verbunden, wenn der
Transistor Q2 ein N-Kanaltransistor ist (d. h. ein Tran-
sistor mit einem P-dotierten Kérpergebiet 44 und ei-
nem N* dotierten Drain- und Sourcegebiet 50, 52),
der mit einer externen Spannungsquelle zu verbin-
den ist. Alternativ kann der Kontakt 48 mit einer vari-
ablen Spannungsquelle verbunden werden, so dass
das Ubergangsverbindungsgebiet 46 einen Steuer-
anschluss flr beispielsweise einen spannungsge-
steuerten Oszillator (VCO) in einer Phasenregel-
schaltung bilden kann. Somit ist anders als der
schwebende Koérper des Transistors Q1 der Korper
des Transistors Q2 mittels eines ohmschen Kontakts
mit einer Spannungsreferenz verbunden, wodurch
die oftmals unerwinschten Auswirkungen des
~Schwebenden Kérpers", die normalerweise mit der
SOI-Technologie verknipft sind, minimiert oder um-
gangen werden.

[0043] Die Fig.1 und Fig. 2 zeigen einen ange-
schlossenen P-Kanaltransistor Q3, der das inverse
Bauteil des angeschlossenen N-Kanaltransistors Q2
ist. Genauer gesagt, der angebundene P-Kanaltran-
sistor Q3 umfasst P-dotierte Source- und Drain-Ge-
biete 54, 56 und ein N~ Kérpergebiet 58, und das Kor-
pergebiet 58 ist mit einer externen Spannungsversor-
gung durch ein P*-dotiertes Ubergangsgebiet 60 und
einen Kontakt 63, der damit verbunden ist, ange-
schlossen. Der Kontakt 62 ist wiederum mit einer Ver-

sorgungsspannung in Verbindung, vorzugsweise der
Drain-Spannung VDD, um den Korper 58 des ange-
schlossenen P-Kanaltransistors Q3 mit der Versor-
gungsspannung zu verbinden. Dadurch werden die
Auswirkungen des schwebenden Korpers in dem
Transistor Q3 im Wesentlichen unterdriickt.

[0044] Fernen kann ein isolierter P-Kanaltransistor
Q4 bereitgestellt werden, der das inverse Bauele-
ment des isolierten N-Kanaltransistors Q1 ist, indem
der N™ dotierte Koérper 64 des isolierten P-Kanaltran-
sistors Q4 von externen Spannungen abgetrennt ist.
Insbesondere umfasst der Transistor Q4 ein Uber-
gangsgebiet, das ein P~ dotiertes Isolationsgebiet 66
ist, das ein relativ stark dotiertes P* Verbindungsge-
biet 68 enthalt. Das Verbindungsgebiet 68 ist mit ei-
nem Kontakt 70 verbunden, der wiederum mit einer
Versorgungsspannung VDD fir die Drain-Versor-
gungsspannung des Transistors Q4 verbunden ist.

[0045] Die zuvor beschriebenen Strukturen kénnen
unter Anwendung zweier Masken hergestellt werden,
wobei eine fir das N-Gebiet und eine fir das P-Ge-
biet dient. Oder es kann eine selbstjustierende L6-
sung eingesetzt werden, in der andere Alternativen,
etwa Siliziumnitrid als Hardmaske verwendet wer-
den, um damit entsprechende Feldimplantationsge-
biete herzustellen, die den N- oder P-Ubergangsge-
bieten entsprechen, wie sie zuvor beschrieben sind,
wobei anschlielend die Siliziumnitridmaske entfernt
wird und die verbleibenden Implantationsgebiete als
P- oder N-Ubergangsgebiete dienen.

[0046] Obwohl sich die vorhergehende Offenbarung
darauf konzentriert, Ubergangsgebiete mit Konstant-
spannungsquellen zu verbinden, umfasst die vorlie-
gende Erfindung auch, dass Ubergangsgebiete in
schwebenden SOI-Kérpern mit variablen Spannun-
gen verbunden werden kénnen, falls dies gewtinscht
ist. Um beispielsweise die Leistungsaufnahme in in-
tegrierten Schaltungen fiir Mobiltelefone zu reduzie-
ren, kann die Schaltung selektiv deaktiviert werden,
wobei der Strom im Aus-Zustand der Transistoren in
der Schaltung weiter reduziert werden kann, indem
eine negative Spannung an die Ubergangsgebiete in
den N-Kanal-Kdrpergebieten und eine positive Span-
nung an die Ubergangsgebiete in dem P-Kanal-Kér-
pergebieten angelegt wird, wodurch die Leckstrome
unterhalb des Schwellwertes reduziert werden. Ana-
loge Schaltungen kdnnen in dhnlicher Weise verbes-
sert werden, um damit geringere Leckstrome zu er-
reichen. Ferner kdnnen derartige Schaltungen auch
auf Masse gelegt werden oder in Vorwartsrichtung
vorgespannt werden, indem Spannungen an die
Ubergangsgebiete fiir Funktionen, etwa Stromspie-
gel oder Stromquellen, angelegt werden.

[0047] Fig. 3 zeigt eine Metall-Oxid-Silizium-Tran-
sistor in Form eines SOI-N-Kanalbauelements mit dy-
namischem Schwellwert (DTMOS) 80, der ein P*-
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Ubergangsgebiet 82 aufweist, das in einem P~-Kor-
pergebiet 84 angeordnet ist. Der DTMOS 80 enthalt
ferner ein N*-Sourcegebiet 86 mit einer Elektrode 87,
ein N*-Draingebiet 88 mit einer Elektrode 89 und ein
Gate 90. Wie gezeigt ist, verbindet eine ohmsche
Verbindung, etwa eine Metallelektrode 92 das Gate
90 mit dem Ubergangsgebiet 82, um den DTMOS 80
zu bilden. Zu beachten ist, dass ein P-Kanal DTMOS
unter Anwendung der obigen Prinzipien auch aufge-
baut werden kann, indem die Dotierstoffarten inver-
tiert werden.

[0048] Es seinun auf Fig. 4 verwiesen. Zu beachten
ist, dass das erfindungsgemafRe Ubergangsgebiet
mit der ohmschen Verbindung auch verwendet wer-
den kann, um einen SOI-NPN-Bipolartransistor 94 zu
bilden, der fur Bandllckenreferenzanwendungen,
Stromspiegelanwendungen und andere analoge
Schaltungsanwendungen geeignet ist. Wie in Fig. 4
gezeigt ist, enthalt der Bipolartransistor 94 ein Gate
96, das Uber eine ohmsche Verbindung 98 mit der
Elektrode 100 eines N* Emitters 102 verbunden ist.
Alternativ kann das Gate 96 mit einer separaten
Spannungsquelle mit festgelegter oder variabler
Spannung (nicht gezeigt) verbunden sein. Der Bipo-
lartransistor 94 umfasst ferner einen N*-Kollektor 104
mit einer Elektrode 106.

[0049] In der in Eig. 4 gezeigten Ausfuhrungsform
ist das Ubergangsgebiet ein P* dotiertes Ubergangs-
gebiet 108, das in einem P~ dotierten Basisgebiet 110
angeordnet ist. Eine ohmsche Verbindung 112 ver-
bindet das Ubergangsgebiet 108 mit einer externen
Spannungsquelle. Mit diesem Aufbau wir das
N*-Sourcegebiet eines N-Kanaltransistors zu einem
N*-Emitter eines Bipolartransistors, wahrend das
N*-Draingebiet eines N-Kanaltransistors zu einem
N*-Kollektors eine Bipolartransistors wird. Bei Bedarf
kann das Beta (N.,) des Bipolartransistors 94 durch
diverse Gateabmessungen variabel gestaltet wer-
den, und kann elektrisch durch Variieren der Gate-
spannung variiert werden. Wie bei den anderen bei-
spielhaften Ausflihrungsformen, die hierin gezeigt
sind, kann das in Eig. 4 gezeigte Bauelement auch in
inverser Form aufgebaut werden, d. h. als ein
PNP-Bipolartransistor, indem die zuvor offenbarten
Dotierstoffarten umgekehrt werden.

[0050] Fig. 5 bis Fig. 7 zeigen, dass die erfindungs-
gemalen Prinzipien auf passive Schaltungselemen-
te, etwa Abschnirwiderstande fur Anwendungen mit
sehr hohen Widerstandswerten, angewendet werden
kdnnen. Fig. 5 bis Fig. 7 zeigen Abschnurwiderstan-
de mit P-Verhalten, obwohl auch zu beachten ist,
dass Abschnurwiderstande mit N-Verhalten unter An-
wendung der hierin offenbarten Prinzipien durch In-
vertieren der Dotierstoffarten hergestellt werden koén-
nen.

[0051] Wein Fig. 5 und Fig. 7 gezeigt ist, umfasst

ein SOI-Abschnirwiderstand, der allgemein als 120
bezeichnet ist, ein P~ Feldgebiet 112 unter einem
Feldoxidgebiet 123, und zwei P* Ubergangsgebiete
124, 126, die darin angeordnet und voneinander be-
abstandet sind. Eine entsprechende ohmsche Ver-
bindung 128, 130, die vorzugsweise aus einem lei-
tenden Material, etwa Metall oder Polysilizium, her-
gestellt ist, erstreckt sich durch eine dazwischenlie-
gende Oxidschicht 130 und verbindet jedes Uber-
gangsgebiet 124, 126 mit externen Schaltungskomp-
onenten.

[0052] Die Fig. 6 und Fig. 7 zeigen einen Abschnir-
widerstand 140, der in allen wesentlichen Punkten
identisch zu dem Abschnirwiderstand 120 ist, der in
den Fig. 5 und Fig. 7 gezeigt ist, mit der Ausnahme,
dass eine Polysiliziumfeldelektrode 140 in der Zwi-
schenoxidschicht 132 Uber der Feldoxidschicht 123
angeordnet und mit einer externen Spannungsquelle
durch eine ohmsche Abschnirverbindung aus Poly-
silizium 144 verbunden ist. Die Feldelektrode 142 er-
streckt sich zwischen den beiden P* Ubergangsge-
bieten 146, 148 (mit entsprechenden ohmschen Ver-
bindungen 150, 152), die in einem Bereich 122a des
P~ Feldes 122 angeordnet sind, das unter der Felde-
lektrode 142 liegt. Wie gezeigt, sind die P~ Felder
122, 122a auf einer SOI-Schicht 154 angeordnet, die
wiederum auf einem Siliziumvollsubstrat 156 ange-
ordnet ist.

[0053] Wie durch die vorliegende Erfindung gezeigt
ist, kann die Feldelektrode 142 mit der Abschnirver-
bindung 144 verwendet werden, um die Leitfahigkeit
des P~ Feldgebiets 122a zu modulieren. Genauer ge-
sagt, der Widerstand des P~ Gebiets 122a kann durch
Vorspannen der Feldelektrode 142 mit einer negati-
ven Spannung erhéht werden, wohingegen der Wi-
derstand des P~ Gebiets 122 verringert werden kann,
indem die Feldelektrode 142 mit einer positiven oder
negativen Spannung vorgespannt wird. Einige der
Anwendungen der Abschnurwiderstadnde 120, 140,
zu denen Anwendungen mit Analogschaltungen und
statische RAM's mit Widerstandslasten gehoéren, sind
nachfolgend erlautert.

[0054] Ein N~ Isolationsgebiet 158 erstreckt sich
vertikal zwischen der Feldoxidschicht 122 und der
SOI-Schicht 154 und lateral zwischen den Wider-
stédnden 120, 140, um die Widerstande 120, 140 zu
trennen. Gemal der vorliegenden Erfindung enthalt
das N~ Isolationsgebiet 158 ein N* Kontaktgebiet 160,
und eine ohmsche Verbindung 162 verbindet das
Kontaktgebiet 160 mit einer Spannung, beispielswei-
se VDD. Das P~ Gebiet 122 kann dotiert sein mit bei-
spielsweise 1000 Ohm pro Einheitsflache bis 1 Milli-
on Ohm pro Einheitsflache.

[0055] Fig. 8 und Fiq. 9 zeigen eine SOI-PN-Diode,
die nicht Teil der beanspruchten Erfindung ist, und die
im Allgemeinen als 170 bezeichnet ist. Wie in Eig. 9
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gezeigt ist, enthalt die Diode 170 ein Siliziumvollsub-
strat 172, auf der eine SOI-Schicht 174 angeordnet
ist. Ein P~ Korpergebiet 176 ist auf der SOI-Schicht
176 angeordnet, und eine Feldoxidschicht 178 ist auf
dem Korpergebiet 176 angeordnet. Benachbart zu
der Feldoxidschicht 178 sind zusammenhangende P*
Diodengebiete angeordnet, die als 180, 182 gezeigt
sind. Jedes Diodengebiet 180, 182 ist mit einer ent-
sprechenden ohmschen Verbindung 184, 186 in Kon-
takt, um eine Spannungsquelle oder ein anderes
Schaltungselement mit dem jeweiligen Diodengebiet
180, 182 zu verbinden. Im Falle des P* Diodenge-
biets 180 kann die ohmsche Verbindung 184 mit VDD
verbunden werden oder kann mit einem Schaltungs-
signalknotenpunkt verbunden werden. Ein N* Uber-
gangsgebiet 188 kann Uber eine ohmsche Verbin-
dung 100 mit Masse oder alternativ mit einer Span-
nungsquelle verbunden werden. Das Ubergangsiso-
lationsgebiet 192 ist ein N~ Dotiergebiet, das das Kor-
pergebiet 176 von anderen integrierten Schaltungs-
komponenten und Strukturen (nicht gezeigt) trennt.

[0056] Mit dem obigen Aufbau wird auf Grund des
erhdéhten Diodensperrstromes der P*/N* Diode eine
Moglichkeit geschaffen, diese als eine SRAM-Zelllast
zu verwenden, vorausgesetzt, dass der Leckstrom
des zugeordneten N-Kanaltransistors wesentlich
kleiner ist als der Diodenleckstrom.

[0057] Eig. 10 und Eig. 11 zeigen hochohmige Kor-
perkontakte unter Anwendung von Abschnirwider-
standen. In Fig. 10 ist ein N-Kanaltransistor 200
durch ein N* Ubergangsgebiet 202 mit einer ohm-
schen Verbindung 204, die vorzugsweise mit VDD
verbunden ist, abgetrennt. Auch der P~ Kérper 206
des N-Kanaltransistors 200 ist mit VSS unter Anwen-
dung eines Abschnittwiderstands 208, der auch das
Korpergebiet nutzt, verbunden.

[0058] In &hnlicher Weise zeigt Fig. 11 einen P-Ka-
naltransistor 210, der mittels eines P* Ubergangsge-
biets 212 mit einer ohmschen Verbindung 214, die
vorzugsweise mit VSS verbunden ist, abgetrennt ist.
Der N™ Korper 216 des P-Kanaltransistors 210 ist mit
VDD unter Anwendung eines Abschnirwiderstands
218 verbunden.

[0059] Die in den Fig.10 und Fig. 11 gezeigten
Bauelemente sind Hybrid-SOI-Bauelemente mit
schwebendem Korper, wobei die mittlere Gleichvor-
spannung durch die Abschnirwiderstande 208, 218
auf VSS, VDD (oder eine andere bevorzugte Span-
nung) eingestellt wird, wie dies gezeigt ist. Mit einer
relativ groRen kapazitiven Kopplung zwischen dem
Gate und de Kanal wird jedoch der Kdrper durch Sig-
nallibergéange dynamisch vorgespannt, wodurch sich
der Korpervorspannkoeffizient (der im Stand der
Technik mit dem griechischen Buchstaben g bezeich-
net wird) reduziert wird. Folglich werden die Verstar-
kung, der dynamische IDg,; und der dynamische 1D

verbessert. Dies ist insbesondere vorteilhaft bei ge-
ringen Betriebsspannungen. Ferner ergeben Schal-
tungssimulatoren genaue Vorhersagen, wenn die in
den Fig. 10 und Fig. 11 gezeigten Bauelemente mo-
dellmafig berechnet werden, da eine mittlere Kérper-
vorspannung in genauer Weise bekannt ist. Anderer-
seits wird die Schaltungsentwurfszeit deutlich ver-
kirzt. Die Korpervorspannung entkoppelt durch den
Abschnurwiderstand die Referenzvorspannung in
Bezug auf das Wechselstromverhalten, so dass die
Schaltungsgeschwindigkeit der Hybridbauelemente,
die in den Fig. 10 und Fig. 11 gezeigt sind, in etwa
gleich sind der Arbeitsgeschwindigkeit von Bauele-
menten mit schwebendem Koérper. Es kann ein ein-
zelner Abschnirwiderstand verwendet werden, um
viele Transistorgruppen vorzuspannen.

[0060] Fig. 12 bis Fig. 14 zeigen diverse Schal-
tungsimplentierungen der zuvor offenbarten Bauele-
mente. In Fig. 12 kann eine Schaltung, die allgemein
als 230 bezeichnet ist, als eine SRAM-Zelle einge-
setzt werden. Wie gezeigt, enthalt die Schaltung 230
Abschnirwiderstdande R1 und R2, die jeweils einer
von den Abschnurwiderstanden 120, 140 sein kon-
nen, wie sie in den Fig. 5 bis Fig. 7 gezeigt sind. Die
Abschnirwiderstdande R1, R2 sind mit einem An-
schluss an VDD geklemmt und liegen in Reihe mit
den SOI-Transistoren mit schwebendem Koérper Q1,
Q2 und sind mit den entsprechenden Transistoren
mit angeschlossenem Korper Q3, Q4 verbunden. Je-
der der Transistoren mit schwebendem Koérper Q1
und Q2, die in Eig. 12 gezeigt sind, kdnnen entspre-
chend dem Aufbau des N-Kanaltransistor mit schwe-
benden Korper Q1 hergestellt werden, wie er in den
Fig. 1 und Eig. 2 gezeigt ist. Andererseits sind die
Transistoren Q3 und Q4 in Eig. 12 SOI-Transistoren
mit angeschlossenem Korper, etwa der N-Kanaltran-
sistor Q2 mit angeschlossenem Korper, der in den
Fig. 1 und Eig. 2 gezeigt ist. Zu beachten ist, dass
eine Schaltung unter Anwendung von P-Kanalkom-
ponenten angewendet werden kann. Die Gates der
Transistoren mit schwebendem Koérper Q1, Q2 sind
mit der Wortleitung der SRAM-Lastschaltung, die ge-
zeigt ist, verbunden, und das Sourcegebiet oder
Draingebiet der Transistoren mit schwebenden Kor-
per Q1, Q2 ist mit den Bitleitungen verbunden.

[0061] Fig.13 zeigt in ahnlicher Weise eine
SRAM-Lastschaltung, die allgemein als 240 gezeigt
ist, in der Dioden D1 und D2, etwa die Diode 170, die
in Fig. 9 gezeigt ist, durch Abschnurwiderstande, wie
sie in Fig. 12 gezeigt sind, ersetzt sind. Die Dioden
D1, D2 sind mit einem Anschluss an VDD geklemmt
und liegen in Reihe mit einem entsprechenden der
SOI-Transistoren mit schwebendem Kérper Q1 bzw.
Q2 und dem jeweiligen Transistor mit angeschlosse-
nem Koérper Q3 bzw. Q4. Jeder der Transistoren mit
schwebendem Kérper Q1 und Q2, die in Eig. 13 ge-
zeigt sind, kann durch den N-Kanaltransistor mit
schwebendem Kérper Q1, wie er in den Eig. 1 und
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Fig. 2 gezeigt ist, eingerichtet werden. Andererseits
sind die Transistoren Q3 und Q4 in Fig. 13 SOI-Tran-
sistoren mit angeschlossenem Korper, etwa dem
N-Kanaltransistor mit angeschlossenem Korper Q2,
wie er in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist. Es ist zu
beachten, dass eine Schaltung unter Anwendung
von P-Kanalkomponenten ebenso eingesetzt werden
kann. Die Gates der Transistoren mit schwebendem
Korper Q1, Q2 sind mit der Wortleitung der gezeigten
SRAM-Lastschaltung verbunden und das Sourcege-
biet und das Draingebiet der Transistoren mit schwe-
bendem Korper Q1, Q2 ist mit den Bitleitungen ver-
bunden.

[0062] In Fig. 14 ist eine analoge Differenzverstark-
erschaltung 250 mit einem Signalknoten 252 Uber ei-
nen Kondensator C1 verbunden. Wie gezeigt, enthalt
die Schaltung 252 SOI-PN-Bipolartransistoren Q4,
Q5. Jeder der Transistoren Q4, Q5, der in Fig. 14 ge-
zeigt ist, kann durch einen PNP-Bipolartransistor re-
prasentiert sein, der das Inverse des in Fig. 4 gezeig-
ten NPN-Transistors 94 ist. Ferner enthalt die in
Fig. 14 gezeigte Schaltung 250 SOI-N-Kanaltransis-
toren Q2 und Q3, deren Kdrper mit deren eigenen ge-
meinsamen Source (anstelle von VSS) verbunden
sind, wobei die Transistoren Q2, Q3 mit den jeweilige
bipolaren Transistor Q4, Q5 verbunden sind. Ferner
ist ein N-Kanaltransistor mit angeschlossenem Kor-
per Q1 mit den Transistoren mit schwebendem Kor-
per Q2, Q3 verbunden. Gemal den vorliegenden
Prinzipien kdnnen die N-Kanaltransistoren mit ange-
schlossenem Korper oder vorgespanntem Kérper in
der Schaltung 250, wie sie in Eig. 14 gezeigt sind,
Transistoren des Typs Q2 sein, wie er in den Fig. 1
und Fig. 2 gezeigt ist. Ferner kénnen die N-Kanal-
transistoren mit angeschlossenem Koérper in der in
Eig. 14 gezeigten Schaltung 250 von der Art der
Transistoren Q2 sein, wie sie in den Eig. 1 und Fig. 2
gezeigt sind, mit der folgenden Ausnahme. Die N-Ka-
naltransistoren mit angeschlossenem Korper in der
Schaltung 250, wie sie in Eig. 14 gezeigt ist, besitzen
Korper, die mit VSS verbunden sind. Wenn fir eine
gewisse Betrachtung einer speziellen Schaltung ei-
ner der Transistoren ein besseres Verhalten mit ei-
nem schwebenden Koérper aufweist, dann kénnen
der N-Kanaltransistor Q1 oder der P-Kanaltransistor
Q4, die in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt sind, einge-
setzt werden, ohne dass Anderungen in der Schei-
benherstellung erforderlich sind.

[0063] Fig. 14 zeigt, dass das Gate des N-Kanal-
transistors mit schwebendem Koérper Q3 mit einem
SOI-Abschnirwiderstand R4 verbunden ist, der vor-
zugsweise eine Polysiliziumgateelektrode besitzt.
Folglich kann der Abschnurwiderstand R4 durch den
Abschnuirwiderstand 140 eingerichtet werden, der in
Eig. 6 gezeigt ist. Die Polysiliziumfeldelektrode des
Abschnirwiderstands R4 ist mit einer Polysilizium-
feldelektrode eines zweiten Abschnirwiderstands R5
verbunden. Ferner sind mit den Abschnittwiderstan-

den R4, R5 SOI-N-Kanaltransistoren Q6, Q7, wobei
der Transistor Q6 ein SOI-Transistor mit angeschlos-
senem Korper und der Transistor Q7 ein SOI-Tran-
sistor mit vorgespanntem angeschlossenen Korper
ist.

[0064] Ein Abschnirwiderstand R3 erzeugt die Vor-
spannung flr die Transistoren mit angeschlossenem
Korper Q1, Q6, Q7. Gemal der vorliegenden Erfin-
dung sind die Transistoren mit angeschlossenem
Korper Q1, Q6 und Q7 Stromspiegeltransistoren. Der
hohe Widerstand des Abschnurwiderstands R3 er-
moglicht das Einstellen einer Vorspannung mit gerin-
gem Strom fir die Transistoren mit angeschlosse-
nem Korper Q1, Q6 und Q7 fir Anwendungen bei ge-
ringen Differenzstréomen. Wie hierin gezeigt ist, sind
die bestehenden N* oder P* Schichtwiderstande in ih-
ren Widerstandswerten zu gering, um fur die in
Fig. 14 gezeigte Anwendung nutzlich zu sein.

[0065] In &hnlicher Weise bilden die Abschnirwider-
stande der Polysiliziumfeldelektrode R4 und R5
Stromwege mit hohem Widerstand fiir das Vorspan-
nen der Steuergates fiir die SOI-Transistoren mit vor-
gespanntem angeschlossenen Kérper Q2, Q3, wobei
die Feldelektroden die Tiefpassfilterzeitkonstante der
Schaltung 250 verbessern. Es ist zu beachten, dass
die Korper der SOIl-Transistoren, die in Fia. 14 ge-
zeigt sind, mit Spannungen verbunden sind, wie dies
zuvor beschrieben ist, um damit den Betrieb bei ge-
ringer Schaltung der Schaltung 250 zu optimieren.

[0066] Unter Berlcksichtigung der obigen Offenba-
rung ist nunmehr zu erkennen, dass die hierin offen-
barten Prinzipien die Schaltungsgestaltungsflexibili-
tat und das Leistungsverhalten gegentiber friiheren
Lésungen, die sowohl in SOI-Herstellungsprozessen
als auch Vollsubstratherstellungsprozessen einge-
setzt wurden, erweitern. Die Prinzipien der vorliegen-
den Erfindung kénnen ferner auf zahlreiche andere
elektronische Bauteilstrukturen angewendet werden,
etwa auf Hochspannungsbauelemente, beispielswei-
se Driftfeld-MOSFET's und Bipolartransistoren,
MOSFET's und Bipolartransistoren mit Feldplatten
und abgestuften Ubergéngen und dergleichen., Die
vorliegende Erfindung kann auch auf Hochspan-
nungsdioden und diverse Kondensatoren und Induk-
tivitaten angewendet werden, um diese Bauelemente
fur die Schaltungsentwurfsingenieure verfigbar zu
machen, wobei die hierin offenbarten Prinzipien des
angeschlossenen Korpers und des schwebenden
Koérpers eingesetzt werden. Erfindungsgemaf kann
die Flexibilitat, die durch von der vorliegenden Erfin-
dung offenbarten Form bereitgestellt wird, das Leis-
tungsverhalten verbessern und die Kosten verrin-
gern.

[0067] Die vorliegende Erfindung wurde insbeson-
dere im Hinblick auf gewisse bevorzugte Ausfih-
rungsformen und deren Merkmale gezeigt und be-
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schrieben. Selbstverstandlich sollte die Verwendung
des Singulars in den Anspriichen bei der Benennung
eines Elements oder einer Einrichtung ,mindestens
ein" Element und nicht ,nur ein" Element bezeichnet,
sofern dies nicht anders explizit in den Ansprichen
als ,nur ein einzelnes" Element dargestellt ist.

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung mehrerer Siliziumo-
xidisolator-(SOIl)Bauelemente, mit den Schritten:
Abscheiden mindestens einer SOI-Schicht (14) auf
mindestens einem Siliziumsubstrat (12);

Halten eines ersten Korpergebiets (22) auf der
SOI-Schicht (14), wobei das erste Kdrpergebiet (22)
eine erste Leitfahigkeitsart aufweist;

Anordnen mindestens eines Source- und eines
Draingebiets (18, 20) neben dem ersten Korperge-
biet (22), wobei das Source- und Draingebiet (18, 20)
eine zweite Leitfahigkeitsart aufweisen; und

Halten eines zweiten Korpergebiets (44) auf der
SOI-Schicht (14), wobei das zweite Korpergebiet (44)
die erste Leitfahigkeitsart aufweist;

Anordnen eines ersten Ubergangsgebiets (38, 40)
zwischen dem ersten Korpergebiet (22) und dem
zweiten Korpergebiet (44) tber der SOI-Schicht (14),
wobei das erste Ubergangsgebiet (38, 40) eine Uber-
gangsleitfahigkeitsart aufweist, die sich von der Leit-
fahigkeitsart des ersten Korpergebiets (22) und des
zweiten Korpergebiets (44) unterscheidet, so dass
das erste Ubergangsgebiet (38, 40) das erste Kérper-
gebiet (22) von dem zweiten Korpergebiet (44) trennt,
so dass das erste Korpergebiet einen Effekt mit
schwebendem Potential aufweist;

Halten eines dritten Korpergebiets (58) auf der
SOI-Schicht (14), wobei das dritte KOrpergebiet (58)
die zweite Leitfahigkeitsart aufweist;

Anordnen eines zweiten Ubergangsgebiets (46; 60)
zwischen dem dritten Korpergebiet (58) und dem
zweiten Korpergebiet (44) tber der SOI-Schicht (14),
wobei das zweite Ubergangsgebiet (46; 60) mit einer
Stromversorgung in Verbindung steht, und wobei das
zweite Ubergangsgebiet (60) die zweite Leitfahig-
keitsart aufweist, um die Effekte des schwebenden
Potentials in dem dritten Korpergebiet (58) zu unter-
driicken, indem das dritte Kdrpergebiet (58) und die
Stromversorgung verbunden werden, oder wobei das
zweite Ubergangsgebiet (46) die erste Leitfahigkeits-
art aufweist, um Effekte des schwebenden Potentials
in dem zweiten Korpergebiet (44) durch Verbinden
des zweiten Korpergebiets (44) und der Stromversor-
gung zu unterdricken.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Schritt
des Anordnens eines zweiten Ubergangsgebiets (46;
60) umfasst: Bilden eines relativ leicht dotierten Ge-
biets (38; 58) und Bilden eines relativ stark dotierten
Gebiets (40; 60).

3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei das relativ

leicht dotierte Gebiet (38; 58) mit einer Konzentration
im Bereich von ungefahr 10" bis ungefahr 10'® Ato-
me/cm?® dotiert und wobei das relativ stark dotierte
Gebiet (40; 60) mit einer Konzentration im Bereich
von ungefahr 10" bis ungefahr 102" Atome/cm?® do-
tiert ist.

4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, das fer-
ner umfasst: Ankontaktieren einer ohmschen Verbin-
dung (48; 62) an dem zweiten Ubergangsgebiet (46;
60), wobei die ohmsche Verbindung (48; 62) zur Ver-
bindung des zweiten Ubergangsgebiets (46; 60) mit
der Stromversorgung dient.

5. Verfahren nach Anspruch 4, das ferner um-
fasst: Verbinden der ohmschen Verbindung (48; 62)
mit einer Spannungsquelle, wobei die Spannungs-
quelle einer Transistordrainspannung entspricht,
wenn das zweite Ubergangsgebiet (60) die zweite
Leitfahigkeitsart aufweist, und wobei die Spannungs-
quelle einer Transistorsourcespannung entspricht,
wenn das zweite Ubergangsgebiet (46) die erste Leit-
fahigkeitsart aufweist.

6. Verfahren nach Anspruch 5, wobei die erste
Leitfahigkeitsart eine P-Leitfahigkeitsart ist und die
zweite Leitfahigkeitsart eine N-Leitfahigkeitsart ist.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden
Anspriche, das ferner umfasst: Ankontaktieren einer
zweiten ohmschen Verbindung (42) an das erste
Ubergangsgebiet (38, 40), wobei die zweite ohmsche
Verbindung (42) eine Isolationselektrode bereitstellt.

8. Verfahren nach Anspruch 7, das ferner Verbin-
den der zweiten ohmschen Verbindung (42) mit einer
Spannungsquelle umfasst.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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